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La presente invencion se refiers a un condensa
dor eléctrico, del tipo qué comprende capas de dieléctrico

dotado al menos por un lado con capas metalicas como forraos

metdlicos, constituides por tereftalato de polistileno parcial

mente cristalizado, pre-coniraidso, en el que se han conecta-
do de forma eléctricamente conductora los forros metdlicos
alternativamente con capas metdlicas de polos opuestos dis-

puestas sobre las superffcied frontales del cuerpa del condens

sador, especialmente por sncajado, y en el gque las capas da}%:-

dieléctrica se han dispuesto en forma de un apilado‘é se han

conformado a modo de un devanado aplanado por compresién.'c,k

¥

La presente invencidn se refiore ademas a un

procedimiento para la fabricacidn de un condensador para el

emplea a modo de elsmentc camponente de chip susceptible de

'6
ser soldado por estanado, en 8l que se forman cuerpos del co?~
.0
. N
densadaor en forme de un devanado cilindrico constituido por °
. ‘e
*

capas de disléctrico metalizadas a3l menos por un lado, de
tersftalato de polietileno parcialmente cristalizado, que, a
continuacidn, se conformen en forma an si concocida s modo

de un devanado aplanado porvcomprasién, después de lo cual

se disponen en las superff{cies frontales capas metélicas para
el contactado de los forros metdlicos diepuestos alternati-
vamente sobre las capas del dieléctrico. .

Le presente invsnclon se refiere ademas s un

procedimiento para la Pabricacién'de un condensadar, espe-
cialmente nara el empleo como elemento componente de chip,
en el due se zoilan sobre un tambor en forma de un condensa-
dor de partida bandas metalizadas al menés por un lado, de
tereftalato de polietileno, e%becialmante con carte marginal

ondulado y el condensador de partida se trocea perpendicular-

v
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ments con respecto a los planos de las capas en los condensae
dores individuales deseados, disponiéndose en caso dado sobre
un nimero de capas de disléctrico que forman al menos un con-
densador madre y forros metdlicos, capas intermedias inactivas
cepacitivamente y sobre las mismas nusvamsnte las capas de
dieléctrico capacitivamente activas con los forros metdlicos
para el condensador madre siguiente y .el condensador de par-

L X

tida as{ formado se dota con capas de caontacto frontales, a ,

I.l

continuacidn, adn sobre el tambor se recuscs aproximadament&"r

a 150°C can el compactado que se verifica concomitantements

" [ 3
por contraccidn y, solamanta entonces, se trocea en la zona

‘e

de las capas intermecdias y en la direccidm perpendicular a

- L
las mismas en los condensadores individuales deseadas, by
[ ] ...

Condensadores en el sentido de la presente *..

XX
M

invencidn son tanto condensadores aplanados por compresidn: ‘erd
s
como condensadores apilados @ estratificados, del modo en que’"

son en si conocidos.

Mientras que existe un gram ndmero de oublica~
clones para condensadores devanados aplanadaos par campresidn

y pars su fabr{cacién, de forma que es Iinnecesaria una cita

detallade de la literatura, se han descrito cbndensaqpres.api-
lados & estratificados en el sentido de la presante invencidn
y su fabricacién per ejemplo en la DE-PS 1.764,541 (cor:es;qn-
diente a las US-PS 3,670.378 y 3,728.765)., Estos condensadore§

se han fabricedo hastsa gl presente en un nimero muy elevado
de piezas (diariamente hasta § por encima de 1 milldén de pie~
zas) y se encuentran también en sl mercado. '

Otro tipo de candensadores apiladas 6 de con-

densadores cstratificadoa, al que hace referencia igualmonto'

va

‘e 0 o v

la presente invencidn, se describe en la solicitud de patents
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P 33 42 329.6, salicitada el 23 de noviembre de 1983, €stos
condensadores se han configurado de forma bifilar en contra
de 10 que ocurre con los otros condensadores usuzles apilacdos
6 bién estratificados y, por lo tanto, ds baja induccidn. Un
condensador de este tipo se ha representade en la figura 3 ad-

junta y se explicard junto con la descripcidn de las figuras.
Los condensadores eléctricos conocidos son
tereftalato de pclietileho como disléctrico se han acreditadeses
debido a las propiedades dieléctricas y eléctricas especial-.gf'
menta :buenas de este dieléctrico en la practice en una gran me-

dida, : ' ‘e,

Sin embargo cuando es preciso fijar tales con-

densadores a mode de elementos componentes de chip sobre las

ove

olacas de conexidn de circuitos iupfasos, se presentan difi-,

cultades gue consisten en que, debido al calor de la soldacdu-""*

A 4
'.

ra por estafado liquido, gque presenta temperaturas ds ZGDQC
como méximo, con la que entran en contacte diracta 6 indirec:.'
tamente durante un lapso de tiempo de 10 seqQundas, se presantan
modificaciones del dieléctrico, talses como, por ejemplo, una
contraccidn adicional, deformacidn del cuerpo dsl condensa-
dor.‘dﬁegarrado de las capas metdlicas aplicadas y modificacidn
del comportemiento dieléctrico (factor de pérdids, constante
dieléctrica), de forma que habi#'que desistir haéta el presen-
te de emplear en tales casos a condensadores con dieléctrico

ceramico, & proteger los condensadores con dieléctrico de ma=-

terial sintético de forma especial y constructivaments costosa,|

antes del efescto del calar,
En la construccidn de condensadores apilados
& bién estratificados sobre un tambor se plantean atros pro-

blemas, que consisten en cue, en el momento del bobinado de

. 4

“
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- capacidad de los condensadores individuales procedentes de

llegar haste temperatura de 200°%¢c y en cuya fabricacién a modo

Y

varios condensadores madre (anillos) de forma superpuesta so-
bre el tambor la presidn de devanado disminuye desde el inte-
rior hacia el exterior y también en el momento del recoeido
de los condensadores para su caompactade, los condsnsadores

madre situados mas hacia el interior (anillos) gquedan someti-

dos 2 una presidn mayor proveocada por el proceso de contrace
eién. Los condansadores madre externss presentan, como conses-

cuencia de la presidn menor en el condensador de partida com**"

.
*e

pactado, reducidas capacidades que son, en parte, sensible-,]."

mente menores que, por ejemplas, en el condensador madre mids

-

interno, pudiéndo alcanzar estas desviaciongs hasta el 20%.%s, .
Estas dificultades se prssentan fundamentalmente cuando se

emplean capas de dieldetrico muy delgadas, por ejemplo con un |

[ X )

espesor de 3 /um é inferior. Con el fin de compensar la mengr,.

*
2 0.9

los condensadores madre situados en la parte externa, ss manse**
tiene hasta ahora mayor la longitud de tales condensadores ;;"
el momento del troceado del condensador madre.

La presente invencidn tiene por objeto propor~
cionar un condensador eléctrico que séa menos sensible a la
temperatura, especialmente cuando s¢ emplee como elemento com-

ponente de chip, cuyo mérgan'dc tompératuro‘do empleo pudde

de condensador estratificado & Qién apilado pueda reducirse

a un minimo 6 puede eliminarse sf 95 posible por completo la

diferencia de los valores de capacidad entre los anillos in-

ternos y externos. La presegte invencidn tiene ademas por ob-

jeto procedimiento para la fabricacidn de tales conden=adores,
Para resolver esta taréa el condensador eléc-

trico del tipo indicado al arincipio segin la presente inven-

« + P
*ie

X e e




10

8-

20

25

30

- talpia del punto de fusiédn.

.pacio de tiempo de 1 a S ho;és y esta temperatura final se man

cidn se’caracteriza norque el grado de cristalizacidn de las
capas del dieléctrico de tereftalato .de nolietilenoc asciende
al menos al 30%, especialmente al 55% como minimo, medido por

analisis térmico diferencial para la daterminacidn de la en-

£E1 método para la determinacidn de la entalpia

del punto de fusidn por andlisis tarmico difarencial es sufi-

1
S8 09

cientemente conocido y de uso genseal.
7
sce

Segin la presenta.inyencién'al empleo de un
condensador de'este tipo como.elemento componente de chip es
especialmente caracteristica porquse pueds fijarse madiante sqg.
dadura por estafiado sobre placas ds conexidn de circuitos im-
prescs, y,; en este caso se aplica el calor de la soldadura per

a%e

astaﬂaqo l{quida, que presenta una’tampergtura de 26006 comos d
m&ximo, durante un lapso de tfémpé de aproximadamente 10 se- :‘
gundos.

€l procedimiento para la fabricacidn de un cog'
densador bobinade aplanado por compresidn del tipo citado al
principio para la solucidn de la taréa segin la presente in-
vencidn se caracteriza porgque el devanado plano dotado. con las
capas metalicas se someten a un tratamiento térmico adicional,
en el que la tembetatura so‘aumenta desde la temperaiu;a am=

biente hasta una temperatura final de 200 a ZSOQQ en un es-

tisne durante un tiempo de i a 65 horas con la condicidn de
que la magnitud del tiempo de mantenimiento es inversamente

proporcional @ la tempesratura final, de forma que se alcance
el grado de cristalizacidn deseado de al menos el 50%.

El procedimiento para ls fabricacién de un

condensadar apilado & estratificado del tipo indicsdo al prine-

[ X ALY

|~
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cipio para la solucidn de la tarda segin la presente invencidn

sg caracteriza porque los condensadores individuales troceados
se sometan a un tratamiento térmico adicional en el gus la
temﬁeratura se aymenta desde la temperatura ambiente hasta una
temperatura final de 200 a 250°C en un espacio de tiempo de..
1 a S horas y esta tempesratura final se mantiene durante un
tiemno de 1 a 65 horas con la condicidn de que la magnitud del

tiempo de mantenimiento e$ inversamente proporcional a la tem‘*

peratura final, de forma que se alcance el grado de cristaLgézt

zacién deseado del 50% al menos. ‘
Preferentemente se lleva a cabo el tratamienﬁq‘
térmico bajo gas protector inerte (nitrdgeno, argdn, helio) o

en vacio.. ‘

*ve &

Ademds es ventajoso que el tiempo de mantaniy “t,
. LR 4

miento en el tratamiento térmico ascienda a 2 horas y la tam-:

* & A

1
*
peratura final a 249°¢ ¥ gue sa alcance de aste moada un gradg’“

[ ]
‘e

de cristalizacidn superiar al 50%.

Mediante la presente invencidn se resuelve
satisPactoriamente la taréa en la que estd basada, tal como se
explica a continuacidn.

‘ En la obkencién de los condensadores, en si
conocidos se emplean laminas de tereftalato de polietileno en
forma de bandas, qdo presentan un giado de cristaliiacién ini-
cial del 40% aproximadamente, Mediante la contraccidn previa
acaecida durante el moldeg dei devanado aplanado por compre-
sidn & cdurante el compactado del condensador de pa:tida.cons-
tituide por una pluralidad de coqdensadores madre, sobre el
tambor por efecto de la tempsratura no aumenta este qgrado de.
cristalizacidn & solamente lo hace de forma insensible. Esta

proporcion de cristalitas en el dieléctrico de material sinté-

o'

L il
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tereftalato de polietilena. Mediante el calentamiento relati-

.. to sibito-de la temperatura durante el proceso de soldadura.

ticotico permita una buena elaboracidn del mismo debido a su

especial Flexibilidad. S{ se aumentass sl 50% 4 superior el
grado de cristalizacidn antes de la elaboracidn, la elaborabi-

lidad seria dificil & yé4 no podria garantizarse.

Por otro lado un grado de cristalizacidn de-
magiado bajo en el condensador terminado hace gue se produzca
por efecto del calor durante el proceso de soldadura por es-

tafada cuando se emples como elemento componente de chip, 1o

un proceso sibito de contraccidn, que conduce a los inconverE:n
nientes. anteriarmente citados, especialmente cuando la sol~
dadura por estaflade presente temperaturas de hasta 260°C y‘hg.#
proceso de soldadura por estafado dure 10 segundos, como es

usual,

3
vtLeP

Oe formt sorprendente se ha observado que ma-au

2
diante el t:atamiento térmica adicional y al aumento cel grad?i
[
de c¢cristalizacidn gue puede alg¢anzarse de este modo, las uapa§°

0 [
del dieléctrico en el condensador adquieren una estructura %

cristalina que sa opone a un proceso sibito de contraccidn.
Ademas el tratamiento térmico se efectla practicamente hasta

solo. 1 & 2 grados por dsbajo de la temperatura de fusidn de

vamente lento hasta esta temperatura y el manténimiantb a

esta temperatura resulta una estructura que se opone al efsc-

En la fabricacidn de condensadores apilados
6 bién estratificados sobre un tambor se afiade como otra ven-—
taja especial el que la tolerancia de la capacidad funcidn de
la posicidn del condensador madre en el condensador de partie
da, desaparece practicamsnte. La ventaja se presenta de forma

que puedan cortarse condensadores individuales practicamente
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ternas,

3
Y

de la misma longitud tanto de condensadores madre situados en

las proximidades del tambor comas de condensadores madre situa-

dos en las capas miés externas, de forma que con valimenes prd_
ticamente iguales resultan capacidades casi idénticas 0 la ma-

yorfa de las veces incluso idénticas. Esto no ocurris hasta
el presente, como se ha indicado anteriormente, y3a que los

condensadores de las capas mis externas tenfan que ser siem-

pre algo mds largos que los condensadores de las capas mis in-

L
(AR Y]

Sorprendentemente se ha revelado como venta josd
ademas gque el factor de pérdida, que en los condensadores comro-l"

cidos sin tratamisnto térmica adicional a 1 KHz estaba compren

3

dido en el margen des 4 X 10” y 8 x 10-3, se reduce ahora aﬁtg.:

ximadamente a la mitad, &s decir que sl factor de pérdida as-

3 K

cisnde aproximedamente a 2 x 10 .- hasta 3 x 10 °, cesde

Para la proteccidn de efectos quimicos debidgs |

al agente liquido de soldadura por estafado y de los detergesta”

XX

tes, que se requisren en el equipamiento de los circuiteos ',

. *

L2 A )

estratificados, pueden dotarss los condensadores con un rae
vestimiento que deje libre la superficie para la soldadura por
estafNado. £s escecialmente ventajoso ol empleo de cuerpos de
condensador tratados térmicamente de la prese&te invencidn comc
elemento componeﬁta de chip si se dotan con alimentacicnes de
corriente y4con un revestimiento comc se ha descrito en la
solicitud de patente alemana de la misma fecha de prioridad

P 34 12 492.6 de la solicitante,

La presente invencidn se explica a continua-
cidn por medio de los ejemplos de realizacidn y de las figuras

ad juntas,
La figura I muestra un condensador apilado o

bién estratificado de un tipo constructive usual,
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Lta figura ‘7 muestra un condensador con un de-
vanado aplanado por compresidn a modo de cuerno del conden-
sador.

Las figuras 4, S5 y 6 muestran cde forma e jem-

plificativa la disposicidn de los forros@metdlicos sobre las

capas del dieléctrico.

La figura 7 muestra un diagrama tiempo-tempg
ratura para el tratamiento térmico adicional.
La figura 8 muestra un diagrama en el que sa..,

ha representado la dependencia de la cépacidad de la posiciﬁhu‘

(X 24

del condensador madre an sl condensador de partida.

La figure 9 muestra un diagrama en el que sq, ]
ha representado la modificacidn relativa de la capacidad en

fuaciéﬂ de la temperatura del tratamiento térmico y

*
[ X R R

La’?igura 10 muestra un diagrame en el que s

[ 2 3
ha representado la dependancia del factor de pérdida de la °*

o0y
. *

temperatura del tratamienta térmico. *ese

"En la figura.l se ha representado el cuerpn.'v.
del condensador 7 a modo de condsnsador apilado & bién estra-
tificado. El cuerpo del condensadar 7 esté constituide .por
capas de dieléctrico 3 y 4 dispuestas de forma supernuesta
entre s{, que eatan dotadas al menos por un lade con capas
met&licas qua sirven a modo de forras metélicos 1 Y 2.

Sobre lae superffciss frantales 5 y 6 del
cuerpo del condensedor 7 se han dispuesto capas metilicas 10 vy
1I, por sjemplo mediants sl pxoéedimiento-en s{ conocido de

enca jado, que sirven psra unir de forma conductora de la elec-

_tricidad los forros metalicos 1 6 bién 2 aslternantes que lle=-

gan hasta las superficies frontales 5 & bién 6.

En la figura 1l se han mostrado ademds capas de
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biédn 4. seces

~metdlicas 1 6 bién 2 discurriéndo el recubrimiento metdlicd’..]

-caﬁas del dieléctrics 4 no presenfen capas mstalicas, sin em-

11

cobertura 20 y 21, gus se faorman bién por la interposicidn du=-

rante la fabricacidn & que se han anlicado s modo de capas
de devanado adicionales sobre los condensadores madre.

En la figura 2 se ha mostrado un condensador
eléctrico, cuyo cuerpo dsl condensador 9 se ha representado
a medp de devanado aplanado por compresidn. También en aests
condegeador sstan contenidaos los forros metalicos no mostra-
dos en la figura 2 y llegan alternativamente hasta las su-

perf{ciss frontales 12 y 13, sobre los que se han aplicado .

YT

-

capas metdlicas 14 y 1S5 para la conexidn eléctrica y para ek,
contactado externo. ‘ o
En la figura 4 se ha mostrado esqueméticamgntq

cue las forros metdlicos 1 & bién 2 se han aplicedo Gnicamen-'*

te sobre un lado da cada una de las casas del dieléctrico 3 &

-

» LA
.

En la figura S se ha mostrado que las cacas.. !

L EXE

del dieléctrico 3 se han dotado sobre ambos lados con capas: ...

1 respectivamente hacia el lado izquierdo frontal y el recu~
brimiento metdlico 2 respectivamente hacia el ladoe derecho

frontal y se han unido de forma eléctricamente conductora en

aguel punto por medic de cepas metdlicas 10 § bién ll. Las

barge saon dieléctricamente activas dado que se han disp&esto
en el rescinto del campo. ' ‘

Eﬁ la Pfigura 6 se han mostrado igualmente
capas de dieléctrico dotadas por ambes lados con recubrimien-
tos metélicos; estando en contacto fisico mituo sin embargo
respectivamente forros metdlicas de la misma polaridac 1 6.

bién 2. Por medic de las capas metélicas 10 & bién 11l se coneg
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tan de forma conductora de la electricidad entre si las forros
metalicos de la misma polaridad 1 & bidn 2 de las canas indi-
viduales del dieléctrico.

Los tipos de devanados representades en las
figuras 4 a:6 de ladminas metalizadas son en s{ conocides. No
se reivindica una proteccidn separada para estas realizaciones

El condensador apilade & bién estratificado

mastrado en la figura 3 que se ha descrito en detalle en la

solicitud de patente alemana P 33 42 329.6, estd constituido i

LY ]

por uh apilgdo consolidado 8 de capas de dieléctrico apiladaéo"

aen

entre si, dotadas respectivamente con una capa metdlica a modo

de forro metalico y presenta en uno de sus lados menores una

incisidn 22 a través de la cual reciben las capas individua= " f

les de dieléctrico resaltes 23 y 24, Sobre estos resaltes

estdn interrumpidas de éapa en capa los forros metalicos me=°*’

diante tiras aislantes 25 y 26, de tal forma gque los fbrros:-{:
metalicos representan forros metalicos alternantes de capa i}f
en capa de polos opusstos, que se esncuentran sobre las capa&h,
del dieléctrico y sobrévlas superf{cies formadas por los re-
saltes 23 y 24, que se han unido entre si de férma conductora
de la electricidad'por media de capas metdlicas 18 & bién 19

sobre las superficies frontales 16 6 bién 17 de los resaltes

23 6 bidén 26.

Sobre las capas metdlicas 18 § bién 19 se han
apllcado bién capas susceptibles de soldarse por estafada,
que rodean en cierta medida los resaltes 23 S5 bién 24, 6 se
han apli;adc capas metalicas 28 suscentibles de so;darse por
estafado, que estdn unidas Gnicamente coﬁ las capas metdlicas

18 & bién 19. Las capas metdlicas 27 é bién 28 sirven para la

conexidn eléctrico y mecdnice del condensador 8 a modo ds chip

L L2 e e
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.
.

can la superficie de contacto de la placa de conexidn, pudién-
dose montar el condensador de forma tumbada (capas metdlicas
2?7) & de pié (capas metalicas 28),

En la publicacidn citada se ha explicacdo en
detalle el procedimiento de fabricacidn de tales condensadorses
en detalle. La disposicidn de los forros metdlicos as bifilar
en astos condensadores, de forma gque tales condensadores son
de inducéién muy ba ja. |

Los resultados de medida representados en 1qs,.

diagramas se obtuvieron con condensadores apilades § bidn  e.f

sre

estratificaedos con léminas de tereftalato de polistilenc de

2 yum de espesor y S5 mm de dimensidn del reticulo. .,

El diagrama segdn la figura 7 muestra la de-

pendencia exponencial de la temperatura del tratamiento térmi-
co con respecto 8 la duracidn en el tiempo del tratamients :".

térmico. En las ahscisas se han llevada los tiempas, mientras’*

LY
» .

aque on las ordenadas se han dado las temperaturas on-°C. Lagese

.~

L4

tempsraturas 6 bién .los tiempos, que se encusntran en la zona'-!

rayada, conducen a grados de cristalizacidn superfiores al 50%.
£l diagrama mostrado en la figura 8 represen=-
ta la funcidn de la capacidad con respecto a la posicién del

condensadar madre en el condensador de partida durante la fa-
bricaciée de los condensadores apilados ¢ bién estratificados.

Las abscisas muestran la sucesidn de los con-

densadores madre sobre el tambor en el conteo desde el 1nte;

rior'hacia 8l exterior.

Sobre las ordenadas se han representado las

capacidades en nf.

{La curva A muestra losz valores iniciales de

condensadores que se trocearon con el mismo nimerc ¢e capa y
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-tratamiento térmico adicional segin la presente invencidn. Sds] .

" terior, en el Condensador de partide, la curva F corresponde

14
con la misma longitud y que, por lo tanto, tienen priacticamen-~
te el mismo vollmen.

La curva A dd los valores iniciales antes dal
tratamiento adicional, La curva B corresponde a un tratamiesn-

ta térmico de 6 horas de tiempo de mantenimiento a IBOQC. tLa

curva C corresponde a un tratamiento térmico de 1,5 horas a

224°C. Lta curva O corresgonde a un tratamientos térmico de 2 hof

ras a 249°C. La curva D correspande a la forma preferida des

realizacidn de la prasente invencidn. ceerd
La curva U muesira claramente que indepéndigﬁ?.
tements del nimeroc de la capa del condensador madre, pueden
conseguirse condensadores con una capacidad con una disﬁereiéﬁf
sdlo ligera. ‘
€l diagrama de la figura 9 muestra la depen-

.
c®see

dencia dea la variacidn de la capacidad (ordenadss) por el

bre las abscisas ss han llevado las temperaturas de tratamiéﬂlf

“e
..

PP

ta en °C.~

La curva E corresponde al condensador madre

que estaba dispuesto en el cctavo lugar, contado desde el in-

al novenc condsnsador madre, la curva G corraespondes al sépti;
mo condensador y la cur@a H corresponde & los condénsadofes.
madre 3 y S.

Las zonas indicadas con nimeros romanos igual-
mente en la direccidn de las abscisas, muestran que en la
zona I, es decir a temperaturas de hasta 180°c, no se produce

une modificacidn de la estructura cristalina. La variacidn de

la capacidad de aproximadamsnte un 3 % en este mirgen de tem-

peratura I se debe al sscado del dieléctrico durante el tra-
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tamiento térmica.

En el mérgen de temperatura 1I, es decir 2

temoeraturas de 180 a 22538, se produce una reduccidn sensible
de la capacidad, que se debe a una transformacidn de la estruc~
tura cristalina con el resultado de una reduccidn de la cons= .
te dieléctrica.

En ol margen de temperatura 11!, es decir a

temperaturas de 225 a 250°¢ aumenta la capacidad, dado que de-
bido a la mayor contraccidn se eliminan las oclusiones de aizey

Estas oclusionss de aire juegan, en el caso de liminas espe= .,

cialments delgadas, un papel especial ya que no solaments se

modifica»la capacidad sino porque, en particular, en el pro-

ceso de soldadura por estafiado cuando se emplea comao slemento

companente de chip, estas oclusiones de aire contribuyen tam-
bién a la carga del candensador. e

En 8l mérgen de temperatura IV, es decir a i,

-
...

temperaturas superiores a ZSDDC se presenta una reduccion muy,,.
marcada de la capacidad, que se debe a la fusidn del material.,
dielédctrico,

€l diagrama segin ls figura 10 musstra la me-
jora del factor de pérdida tag &£ (ordenadas) en funcién de la
tempgratura del tratamiento térmico. | '

Las cruces corresponden ai condensador madre
que se encuentra en ol quinta lugar'contado desde el interior
en el condensador de partids, los cuadrados, triénguios 6 bién
anillaé corresponden a los condensadores madre situados en
los lugares 7, 8 & bién 9,

En el mirgen de temperature III ss consigue
una reduccidén de los factores de pérdida desds valores préxi-

mos & 4 hasta valores préximos & inferiores a 3, frente a con-

v

N
L s vow
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densadores no tratados térmicamente o tratadas térmicamente

sdlo en nequefa proparcién,

Descrita suficientements la naturaleza del in-
vanto, as{ como la manera de resalizarlo en la practica, debe

hacerse canstar aque las disposiciones anteriormente indicadas

son dusceptibles de modificaciones de detalle, Bn cuantc no

alteren su principio fundamental.

S aap
» - >
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e
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‘devanado (9) aplanado por compresién, asscendiendo el grado de

REIVINDICACIONES

1.~ Condensador eléctrico, caracterizado porque comq
prende capas de dieléctrico (3, 4), dotadas al menos por un 1add
con capas met8licas como forros metilicos (1, 2) constituidas
de tereftalato de polietileno parcialmente cristalizado y pre=
contraido, en el que se han conectado de forma eléctricamenée
conductora los forros metélicos (1, 2) alternstivamente con ca=~

pas metédlicas de polos opuestos (10, 11, 14, 15, 18, 19) dis-

puestas sobre las superficies frontales (5, 6, 12, 12, 16, 19)4 .

>
del cuerpo del condensador (7, 8, 9) especialmente por encajpgﬁz

y en el que las capas del dieléctrico (3, 4) se han dispuesto

en forms de un apilado (7, 8), & se han conformado a modo déWuqa

cristalizacién de las capas del dieléctrico (3, 4) de tereftala-

to de polietileno asciende al 50 % como minimo, especialmente °

*,.?

al 55 % como minimo, medido por andlisis térmico diferencial ,pa

tevwd

ra la determinacidn de la entalpia del punto de fusibn. o
2.~ Condensador eléctrico; tal y como queda substqé‘
cialmente descbitp en la presente Memoria, e ilustrado en los ‘
dibujos adjuntos.
- Esta Memoria consta de 17 hojas escritas a méquina
por una sola carxa. . . gq*JUL EB?'

Madrid,
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, de

Berlin y Minchen.
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